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Моделирование с помощью молекулярной

динамики низкотемпературной реконструкции

поверхности (001)GaAs в процессе наноиндентирования ∗
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C использованием метода молекулярной динамики проведено моделирование в диапазоне температур от 1

до 15K процесса наноиндентирования на глубину до 1 нм поверхностей (001)GaAs, терминированных As.

Показано, что при этом происходит реконструкция поверхности с образованием устойчивых димеров As

(1× 2), которые не исчезают после отвода индентора от поверхности.
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